DODATOK ¢.5
k Zmiuve o poskytnuti prostriedkov ¢. APVV-0713-07
v zneni jej platnych dodatkov

Agentira na podporu vyskumu a vyvoja

Mytna 23,

P.O.BOX 346

814 99 Bratistava

ICO: 30797764

DIC: 2022132563

Bankové spojenie: Statna pokiadnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Gislo uctu: 7000115379/8180

v zastupeni: Lydia Suchova, riaditelka agentary

(dalej len ,poskytovatel" alebo ,zmluvna strana")

Elektrotechnicky ustav, Slovenskej akadémie vied

Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava

ICO: 00598429

DIC: SK2020795821

Bankové spojenie a &islo uétu: 7000253587/8180

v zastapeni:  Ing. Karol Fréhlich, DrSc.; riaditel EIU SAV

osoba zodpovedna za riesenie ulohy: Ing. Jozef Huran, CSc.; samostatny vedecky pracovnik

(dalej len ,prijemca” alebo ,zmluvna strana*)
za nasledovnych zmluvnych
podmienok:
I. Uvodné ustanovenie

1. Dha 02.09.2008 bola medzi poskytovatelom a prijemcom uzatvorena Zmluva
o poskytnuti prostriedkov ¢. APVV-0713-07 dalej len ,Zmluva®“.

Il. Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je prediZenie lehoty na riedenie projektu v zmysle &léanku 1.
odsek 5. Zmiuvy Specifikovanej v €lanku |. tohto dodatku v zneni jej platnych dodatkov.
Predmetom tohto dodatku uzatvoreného medzi poskytovatelom a prijemcom je aj uprava
prav a povinnosti medzi tymito zmluvnymi stranami.

2. V zmysle ustanovenia €. Il odsek 5. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na predizeni lehoty
na rieSenie projektu ,Technologia a charakterizacia tenkych vrstiev modernych
polovodiCov pre mikroelektroniku a optoelektroniku* &. APVV-0713-07 (dalej len ,projekt’)
do dna 31.05.2011.

3. Zmluvné strany suhlasia s Upravou harmonogramu riesenia projektu, pricom upraveny
harmonogram je prilozeny k dodatku ako jeho priloha &.1.
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lll. Zaverecné ustanovenia
.V ostatnych ustanoveniach sa Zmluva nemeni a zostava v platnosti ako celok.

Tento dodatok nadobuda platnost' a ucinnost diom podpisu jeho pisomneého vyhotovenia
obidvomi zmluvnymi stranami.

Dodatok je vyhotoveny v dvoch rovnocennych exemplaroch, pricom pri podpise dodatku
prebera kazda zo zmluvnych stran jeden jeho exemplar.

Neoddelitelnou stucast'ou tohto dodatku su nasledovne prilohy:
- priloha €.1 - Harmonogram rieSenia projektu, tlacivo VV - B 07 a VV - B 08

Zmluvneé strany si dodatok riadne preditali, porozumeli jeho obsahu a na znak suhlasu s nim
ho slobodne a vazne podpisuiju.

V Bratislave, diia << /7. [ \ Bratislave, dfia 8.11.2010

PODPORU
VYVOJA
OX 3

A Bt
_,‘ 'J?563

a Ing. Karol Fréhlich, DrSc.
o . riaditel Elektrotechnického tstavu SAV
riaditelka Agentdry na podporu

vyskumu a vyvoja
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Zikladny vyskum
APVYV-0713-07

YV-B Ciele a v{stupy projektu / Project objectives and outcomes

07 Harmonogram riedenia projektu

P.E. Nazov etapy Zatiatok Koniec
Depozicia tenkych vrstiev karbidu kremika, nitridu karbidu kremika,

! amorfného uhlika a uhlika podobného diamantu plazmovou depoziciou a 09.2008 04.2009
charakterizacia Struktirnych, elektrickych a optickych viastnost{
Reaktivne magnetronové naprasovanie tenkych vrstiev uhlikovych zlagenin

2 navrhnutych v projekte( . etapa). Struktiarna, elektricka a opticka 02.2009 04.2010
charakterizacia pripravenych tenkych vrstiev
Priprava modifikovanych tenkych vrstiev uhlikovych zli¢enin dopovanim.

3 . . : 04.2010 05.2011
Charakterizacia tenkych vrstiev. Navrh a technologia modetovych Struktir

VV-B Ciele a vystupy projektu / Project objectives and outcomes

08 Project Schedule

No, Title of the project phase Start End
Thin film deposition of silicon carbide, silicon carbon nitride, amorphous

1 carbon and diamond like carbon by plasma deposition and characterization [09.2008 04.2009
of structural, electrical and optical properties
Reactive magnetron sputiering of carbon alloys proposed in project( .

2 phase). Structural, electrical and optical characterization of prepared thin 02.2009 04.2010
films
Preparation of modified carbon alloy thin films by doping. Characterizatjon

3 . ) ) 04.2010 05.2011
of thin film properties. Desigh and technology of modeling structures

Akronym: Moderné polovodicové tenké

vrstvy
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